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AF 106

Germanium-PNP-VHF-Transistor fiir die Verwendung in Vorstufen
und in Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz.

Germanium PNP VHF transistor for use in input stages, mixer stages

and oscillator stages up to 260 MHz.

Abmessungen - Dimensions

Mafie in mm
M2:1

AnschluB =S« ist mit dem Gehause verbunden

Terminal § is connec

Zubehbr - Accessories
Zwischensockel Best.-Nr. 002010

Absolute Grenzdaten - Absolute maxi

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Gesamtvarlustieistung

tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Mormgehiduse
ted 1o case DIN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 0.5g

mum ratings
-Ucso 25 Vv
-Uceo 18 v
-Ueso 03 v
-ic 10 mA
Ptot 60 mW
b 90 °C
tstg ~30..+90 °C
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Warmewidersténde - Thermal resistances Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rinaa 750 "C/wW
Sperrschicht-Gehduse RihJC 400 "C/w

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymy = 25°C
Kollektorreststrom

=Ugcg = 12V =-lcpo 0.5 10 uA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

—ic = 100 A “Usrceo 25 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

=l = 0,5mA 'U{EFF-I:ICED 18 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

=lg = 100 pA _U{EH}EBD 03 v
Basisstrom

=Upg = 12V, -l = 1 mA —-Ig 20 40  pA

-Upgg = BV, -lg =2mA g 28 HA
Basis-Emitterspannung

-UCE =12V, -|.|: = 1 mA —UEE 250 325 380 mv

-UCE = &Y, -|.|: = 2mA -UBE 280 340 400 mVY
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

—UCE = 12V, —Ic = 1 mA hFE 25 50

“Ugg = 8V, =g = 2 mA hgg 70

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur typ, = 25°C
KurzschluB-Stromverstarkung

—Ugp = 12 v, =lg = 1mA, f = 1kHz th 30 65
Transitfrequenz

“Ugg = 12V, -lg = 1mA, f = 100MHz fr 220 MHz
Maximale Schwingfrequenz

“Ugg = 12V, -lg = 1 mA fmax 12 GHz
Rauschmap

-Ugg = 12V, -l = 1mA Rg = 600 F 55 75 dB

f = 200 MHz
Rickwirkungskapazitat

_UGE =12V, _IG = 1mA, f = 450kHz Cﬁr& 0,45 pF
Rickwirkungszeitkonstante

=Ugg = 10V, =lg = 1mA, f = 25MHz  rpy Cpe & ps
Leistungsverstarkung

=Ugg = 12V, —lg = 3mA, vpb 4 14 175 dB

f = 200 MHz

1) sigha MeBachaliung
see tesl circuil
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Cq=65._18pF

Cz=05. 20pF

Ca%3. 10pF

Cg4=L5.. 5pF so, dad rpI'an

Ly=3wdg/ 658 ag1®

La=Ly=20Wdg/3s8CuLs 0B @
Hern BOK1

Ly= 2Wdg/e5 8 ag 18

Rg=R =800

72577 Tk MeBschaltung ’ﬁ'.lr‘."hFF..:,I

Vierpol KenngriBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur ty,, = 25°C
Basisschaltung
-Ugg = 6V, -Ig = 1mA, f = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oip
~bip
KurzschluB-Rickwartssteilheit -Re (yrp)
—Im (¥rp)
—Crp
KurzschluB-Vorwéartssteilheit | ¥ig |

Pio
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Oab

Cob
Basisschaltung
“Upg = 12V, =lg = 1 mA, f = 200 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Yib

KurzschiuB-Rlckwartssteilheit =Re (¥ )

KurzschluB-Vorwértssteilheit | ¥io |

KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ab

Min. Typ. Max.

a8

0,04
048
0,78
335
142°
0,02
16

31
12
~0
05
04
27
115°
0,15
15
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